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(67) Sammendrag:
Opfindelsens genstand er en ved digelfri zonetraekning fremstillet enkrystal af silicium,

der har en diameter pa mindst 200 mm over en lezengde pa mindst 200 mm og i dette
omrade er forskydningsfri, samt en fra enkrystallen fraskilt siliciumskive og en frem-
gangsmade til fremstiling af enkrystallen. Enkrystallen fremstilles ved digeifri zone-
treskning i en recipient, i hvilken en atmosfeere af indifferent gas og nitrogen udever et
tryk pa 1,5 til 2,2 bar, idet atmosfeeren udskiftes kontinuerligt, og der derved opnas
mindst 2 ganges udskiftning af recipientens rumfang pr. time, og der anvendes en flad-
spole med en ydre diameter pa mindst 220 mm til opsmeltning af en forradsstav, og
enkrystallen treekkes med en hastighed i et omrade fra 1,4 tit 2,2 mm pr. minut og der-
jes periodisk med en reekke drejningsvinkler, og drejningsretningen skifter efter hver
drejning med en drejningsvinkel i razkken, hvorved et skifte i drejningsretningen defi-
nerer et vendepunkt pa enkrystallens omkreds, og der opstar mindst et tilbageven-
dende manster af vendepunkter, ved hvilket vendepunkterne ligger fordelt pa rette

linier, der er rettet parallelt med z-aksen og er i indbyrdes ensartet afstand.

FIG A1 Krystalomdrejningshastighed [opm]
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Ved digelfri zonetraekning fremstillet enkrystal af silicium, kendetegnet ved, at
enkrystallen har en diameter pa mindst 200 mm over en lzengde pa mindst 200

mm og er forskydningsfri i dette omrade.

Skive af silicium, skilt fra en enkrystal ifelge krav 1.

Enkrystal af silicium med en diameter pa mindst 200 mm over en lengde pa
mindst 200 mm, som i dette la&engdeomrade er forskydningsfri, og som kan fas
ved en fremgangsmade, ved hvilken enkrystallen fremstilles ved digelfri zone-
traekning i en recipient, i hvilken en atmosfaere af indifferent gas og nitrogen
udever et tryk pa 1,5 til 2,2 bar, idet atmosfeeren udskiftes kontinuerligt, og der
derved opnas mindst 2 ganges udskiftning af recipientens rumfang pr. time, og
der anvendes en fladspole med en ydre diameter pa mindst 220 mm til op-
smeltning af en forradsstav, og enkrystallen traekkes med en hastighed i et om-
rade fra 1,4 til 2,2 mm pr. minut og drejes periodisk med en raekke drejnings-
vinkler, og drejningsretningen skifter efter hver drejning med en drejningsvinkel
i reekken, hvorved et skifte i drejningsretningen definerer et vendepunkt pa en-
krystallens omkreds, og der opstar mindst et tilbagevendende mwonster af ven-
depunkter, ved hvilket vendepunkterne ligger fordelt pa rette linier, der er rettet

parallelt med z-aksen og er i indbyrdes ensartet afstand.

Enkrystal ifelge krav 3, ved hvilken der anvendes en forradsstav med en dia-

meter pa mindst 145 mm.

Enkrystal ifelge krav 3 eller krav 4, ved hvilken trykket i recipienten udger 1,5 til
2,0 bar.

Enkrystal ifalge et af kravene 3 til 5, ved hvilken der opretholdes en laminar

gasstremning langs recipientens vaegge.

Enkrystal ifelge et af kravene 3 til 6, ved hvilken koncentrationen af nitrogen i
recipienten udger 0,1 til 0,4 rumfangsprocent.
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Enkrystal ifalge et af kravene 3 til 7, ved hvilken fladspolens ydre diameter ud-
ger 240 til 280 mm.

Enkrystal ifelge et af kravene 3 til 8, ved hvilken treekhastigheden udger 1,4 til

2,2 mm pr. minut.

Enkrystal ifgige et af kravene 3 til 9, ved hvilken enkrystallen drejes med skif-
tende drejningsretning, og skiftene i drejningsretningen er fordeit homogent

over enkrystallens omkreds og danner et periodisk tilbagevendende menster.
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